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Siemens Transistor AF109R

AF109R

Datasheet

PNP-Mesatransistor fir regelbare Vorstufen bis 260 MHz

AF 109 R ist ein PNP-Garmanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik im
Gehause 18 A 4 DIN 41876 (TO-72), Die Anschlisse sind vom Gehiuse aelektrisch
isaliert. Der Transistor AF 109 R ist besonders fir den Einsatz in regelbaren Vorstufan

bis 260 MHz geeignet.

Typ I Bestallnummaer
AF109R | Q60106-X109-R1

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor- Basis-Spannung

Emitter- Basis- Spannung
Kollektorstrom

Emitterstrom

Basisstrom

Spemschichttemperatur
Lagertempearatur
Geasamtverlustleistung (Tg = 66°C)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause

Gewicht etwa 0.36 g

= CBO

Aehau
Aihie

bale in mm

15 W

20 W

0.3 v

10 mA,

11 i

1 mA,

20 *C
—30bis +75| °"C

&0 mvy

= 750 grd /W

= 400 ard /W
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AF109R
Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:
—Uee =Ie =Iy 8 =Upe
v mid Ir Ief1g mv
12 1.5 30 80 (= 20) 380 (320bis430)
6 2 36 55 380 (320bis 430)
6 5 66 75 405 (360bis 450)
Kollektor-Basis- Reststrom (=Uepg = 20 V) =Iena 06 (= 8) L
Emitter- Basis- Reststrom (—Lgpe = 0.3 V) —Iepn 2 (= 100) LA,
Kollektor-Emitter- Reststrom (—Uggq = 15 V) —Ieen = 500 A,
Dynamische Kenndaten (7, = Z5°C)
Asbeitspunkt :
(=Ic =1 mA; -Uge =12 V; f = 4560 kHz)
Kurzschlufi-Rickwirkungskapazitat = TH 0,26 pF
Arbeitspunkt:

(—Uee =12V, Agg =1 kQ; f = 200 MHz)
Leistungsverstarkung (—I; = 2 mA; A, = 920 Q) Vou 16,5 (> 13)| dB

Rauschmal (-I; = 2 mA; Ag = 60 Q) F 4 (= 4,8) dB
Regelbarer Verstarkungsbereich (Iz = 9 mA) AV, | 36 dB
Storspannung im Arbeitspunkt geringster

Kreuzmodulationsfestigkeit (siehe Kurve Seite 170) U, 1% | 22 my

Ui, 15 ist der Effektivwert der halben EME (Klemmenspannung bei Anpassung) eines
1008 sinusmodulierten Fernsehtrigers bei einem Genearator-Innenwiderstand von
240 0, der auf dem Nutztrager 1% Amplituden-Modulation verursacht.

Arbeitspunkt: (= = 3 mA; =Ly = 12V, Age = 1 kQ: F = 200 MHz)

Fie = 24 m5 Jae = =12 mMS Fyap = =0.2 mS Fazp = 0.2 mS
byyp = =32 m3 Bayy = 365 MS bysp = =016 mS bssp = 1,6 mS
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AF 109R

MaBschalung fir Lelstungsverstirkung (f = 200 MHz)

Ve e
Ly =3Wdg:d =1mm:;: D =65 mm Cx = 1.5 bis b pF, so daft 7, =920 Q
Ly =2Wdg:d =1 mm; D = 6.5 mm Cy = 8.5 bis 18 pF
Ly =L4 =20Wdg 0,6 CulLs Cs = 9.5 bis 20 pF
auf Kern BE3310-K-1A12,3 Cy =3 bis10pF
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AF109R
Temperaturabh@ngigkeit der Elngangskennlinie fy = / (Ugg)
zuldssigen Gesamiverlustisistung g =BV
Poor = F(T) Ry = Paramater (Emittarschaltung)
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Ausgangskennlinian
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Ausgangskennlinien
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AF109R
Eingangsleipwert ¥, Vorwilirissteilheit yo,.
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